
Advanced mSAP(AMSAP)

コアレス構造

モジュール基板技術

mSAP工法を進化させたAdvanced mSAP（AMSAP)で、さらに微細な配線形成が対応可能に。
新規ピコレーザー導入により、ビアサイズ30umに対応。

  ハイエンドビルドアップ　　　　　		   狭ピッチBGA/CSPファンアウト
  ファインL/S　　　　　　　　　　 	   低比誘電率、低誘電正接材、低熱膨張率材
  基板サイズ(X,Y)の小型化、薄型化  		   反り対策

Thank you for visiting the 
AT&S booth. Visit ats.net 

for more information.
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Standard: 100/200 µm		         Advanced: 30/80 µm

Min L/S

6.  3L coreless after seperation

Resin Coated Copper (RCC)

ABF RCC (DT 10 µm)
mSAP process

High Tg/Low CTE core
Subtractive process

ABF RCC (DT 10 µm)
mSAP process

Resin Coated Copper (RCC)により絶縁層のさらなる薄型化を検証中。

コアレス構造により、高多層基板のさらなる薄型化を実現し、中央絶縁層厚みを 20μm まで低減。
また、奇数層基板にも対応可能。
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1. Detach core with thin Cu foil 2. L5/L6 Lamination 3. L6 Patterning

5. Separation

4. L6/L7 Lamination

Detach Core

Detach Core

7. L5 & L7 Laser & Pattering8. L4 & L8 Laser & Pattering


